
SF150 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: RFT 
Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny n-p-n 
w obudowie metalowej, kolektor połączony 
z obudową, ciężar około 1 G 
Zastosowanie: stopnie wyjściowe wizji 
Typy podobne: BF117 (ITT), BF114 (Tfk), 
BF178, BF109 (Ph, Ses, Siem), KF503 (Tes) 
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Rys. 1-926. SF150 

Wartości charakterystyczne11 

min typ max 
IcBO 100 (xA przy UCB 

= 160 V, 
IcBO 100 nA przy Uce = 140 V 
Icer2' 3 rnA przy U CER = 160 V, t j = 175°C 
UcEsat 5 V przy 30 mA, IB = 6 mA 

160 V przy Ic = 100 [xA 
U(BR)CER 140 V przy *E = 100 fi, P.nE = 5 k f i 
/ '2 1 £(B) 28 71 J przy UCE 

= 10 V, Ic = 5 mA 
(C) 56 140 J przy UCE 

f r 80 MHz przy UCE = 10 V, Ic = 10 mA, / = 50 MHz 
'•lib 30 ps przy UCE = 10 V, Ic = 10 mA, / = 30 MHz 
C12e 3,5 pF przy Uce = 10 V, Ic = 5 mA, / = 5,5 MHz 
Cl2e 8,5 pF przy UCE = 10 V, Ic = 5 mA, / = 5,5 MHz 

Wartości graniczne 

Ucb0 max 1 6 0 V 

UcER max 1 6 0 V 

UeBO max 5 V 

Ic max 5 0 m A 

hi max 1 0 mA 
p * tot max 6803 ) mW 
p x jot max 3 ,754) W 

0 max + 175 ° C 

tamb - 4 0 + + 125 ° c 

Rthj-a =£0,22 ° C / m W 

Rthj-c < 0 , 0 4 ° C / m W 
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Rys. 1-927. Dopuszczalny zakres pracy 

" tamb = 25°C (— 5°C) 
2 ) patrz układ pomiarowy ICER 
3) tamb = 25 °C 
4> tcase = 25°C 
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Rys. 1-928. Układ pomiarowy Icer 
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Rys. 1-929. Zależność dopuszczalnej mocy 
strat od temperatury otoczenia 
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Rys. 1-930. Zależność optymalnego wzmocnie-
nia mocy od temperatury otoczenia 


